
порядка 10 11 м/В, то для определения ę  можно использовать теорию 
возмущений: ф — ф ^  + ф ^\ где ф - часть потенциала, удовлетво­

ряющая уравнению .(0 )
' с ф

< ? у о)
дхадхр

О, а все нелинейные эффекта учиты­

ваются потенциалом ф1]>. Указанным методом в данной работе найдено 
решение уравнения (1) для гексагональных полупроводников и получено 
выражение дня напряженное! и электрического поля вблизи сферическо­
го электрода.

ОСЦИЛЛЯЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ 
СТРИМЕРНЫХ РАЗРЯДОВ В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 

КРИСТАЛЛАХ

Прокопенн А.Н ., Русаков К.И.
Под электрическим разрядом в среде понимают процесс протекания в 

ней электрического тока при приложении достаточно сильного электри­
ческого поля, способного вызвать появление неравновесных носителей 
тока.

Распространение электрического разряда описывается системой 
уравнений, состоящей из уравнения Пуассона и уравнений непрерыв­
ности для электронов и дырок. Так как эти уравнения являются нели­
нейными и неодномерными, получить аналитическое решение системы 
не представляется возможным. Поэтому для исследования процесса рас­
пространения электрического разряда в полупроводнике в данной рабо­
те использовано компьютерное моделирование. В рассматриваемой мо­
дели разряда предполагается, что в однородном и изотропном полупро­
воднике находится сферический электрод, на который подается возбуж­
дающий трапециевидный импульс напряжения. При этом в качестве 
механизма генерации электронно-дырочных пар рассматривается тун­
нельный эффект.

Численное решение соответствующей системы уравнений производи­
лось для полупроводника CdS при различных значениях амплитуды и 
времени нарастания напряжения, подаваемого на сферический электрод. 
В каждом случае получено распределение потенциала и напряженности 
электрического поля в полупроводнике в различные моменты времени, а 
также исследовано пространственное распределение электронов и ды­
рок. Полученные результаты показывают, что по мере нарастания по­
тенциала вблизи электрода образуется область сильного электрического 
поля, которая затем перемещается от электрода со скоростью ~109 м/с. 
Однако, по мере удаления этой области сильного поля от электрода, 
вблизи электрода опять образуется область сильного поля и процесс 
повторяется. Таким образом, в полупроводнике возникают осцилляции
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ И УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ НА СПЕКТРЫ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ 

НАНОКРИСТАЛЛОВ CdS

Ракович Ю .П., Гладыщук А.А., Яблонский Г.П., 
Артемьев М.В.

Низкий квантовый выход собственной люминесценции нано кристал­
лов А(2)В(6) в стеклянных матрицах ограничивает возможность разра­
ботки светоизлучающих элементов на их основе. При продолжительном 
облучении таких структур светом, спектральный состав которого соот- 
вегствует резонансному поглощению полупроводникового материала, 
наблюдается уменьшение квантового выхода краевой люминесценции, 
сокращение на несколько порядков времени жизни e-h - пар и появление 
дополнительного поглощения [1,2].

В данной работе впервые обнаружен эффект долговременного (50 - 
200 мин) разгорания экситонной и примесной люминесценции нанокри­
сталлов CdS в полимерной матрице поливинилпирролидона (ПВП) при 
Т=300К в процессе возбуждения непрерывным низкоинтенсивным ла­
зерным излучением. Установлено, что скорость разгорания увеличивает­
ся с ростом интенсивности возбуждения, а также при приложении элек­
трического поля и при снижении давления воздуха. После снятия поля 
или выключения возбуждения наблюдается снижение интенсивности 
люминесценции, скорость которою пропорциональна давлению.

Предполагается, что обнаруженный эффект разгорания люминесцен­
ции CdS/ПВП вызван стимулировэнной светом и полем десорбцией с 
поверхности нанокристаллов молекул кислорода, являющихся электрон­
ными ловушками и снижающими эффективность излучательной реком­
бинации.

электрического поля, которые продолжаются до тех пор, пока к элек­
троду приложено внешнее напряжение. При этом распространение элек­
трического поля в полупроводнике носит характер волнового процесса.
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ЭЛЕМЕНТЫ ФИЗИКИ В КУРСЕ "РАДИАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ"

Ракович Ю .П., Луценко Е .В ., Русаков К.И.
В связи со сложной радиационно-экологической обстановкой в Рес­

публике Беларусь в Брестском политехническом институте с 1991 на всех 
факультет ах, как технического, так и экономического профиля введено 
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